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はじめに 
 GaN高電子移動度トランジスタ（HEMT）は

高出力・高効率な高周波デバイスとして期待さ

れている。我々はデバイスの高耐圧化および電

流コラプスの抑制を目的としてn-GaN cap層を

導入している[1]。しかしながら、さらなる高効

率化のため、n-GaN cap層の高品質化を試みる

とゲートリーク電流（IgLeak）が増加するという

問題がある。 
 有機金属化学気相成長（MOVPE）法におい

て、カーボン不純物の少ない高品質なGaN結晶

を得るためには高圧成長が必要となる。一方、

AlGaN結晶については、原料であるトリメチル

アルミニウムとアンモニアの気相反応を抑制

するため、低圧成長が好ましい。つまり、AlGaN
供給層からGaNキャップ層への成長移行時に

圧力変更のための成長中断が必要となる。この

成長中断がIgLeakの増大を引き起こしていると

考えられる。そこで我々は、高IgLeakの原因を詳

細に調査し、低IgLeakを実現する結晶構造を検討

したので報告する。 
 
実験 
 本 研 究 で 用 い た AlGaN/GaN-HEMT は

MOVPE法により成長した。半絶縁性SiC基板上

にバッファ層、GaN電子走行層、n-AlGaN供給

層、n-GaNキャップ層を順次形成した。我々は

IgLeak低減のため、GaNキャップ層/AlGaN供給層

界面に着目し評価を行った。界面構造の評価は

走 査 透 過 電 子 顕 微 鏡 （ STEM ： Scanning 
Transmission Electron Microscopy）およびエネル

ギー分散型X線分光法（EDX：Energy Dispersive 
X-ray Spectroscopy）により行い、不純物分布の

評価は二次イオン質量分析法（SIMS：Secondary 
Ion Mass Spectrometry）より行った。また、IgLeak

はショットキダイオードを作製し、DC測定に

より評価を行った。 
 
 

結果と考察 
 STEM-EDX分析からGaN cap層/AlGaN供給

層界面には、高Al組成のAlGaN層が存在するこ

とがわかった。さらに、この高Al組成層はSIMS
分析から高濃度のSiドーパントを含むことが

確認された（Fig.1）。この高濃縮Siを含む高

Al組成層が、IgLeakの増大を引き起こしていると

考えられる。続いて、高IgLeakの主要因を特定す

るため、AlGaN供給層へのSiドーピング有無に

よるIgLeakの変化を調べた。n-AlGaN供給層およ

びud-AlGaN供給層を有するHEMTの電流-電圧

特性から、n-AlGaN供給層はud-AlGaN供給層と

比較してIgLeakが高いことがわかった。両サンプ

ルともに高Al組成層を有しており、n-AlGaN層

のみ高濃縮Siを有することから、高IgLeakの原因

は高濃縮Siであることがわかる。以上の結果か

ら、高品質n-GaNキャップ層形成時にIgLeakを抑

制するためには、ud-AlGaN供給層により高濃

縮Siを抑制することが重要であることがわか

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 SIMS depth profile 
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